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Cr の 3d 電子準位から窒素のアクセプター準位への電子の遷移に伴う 3d 電子準位密度の低下により、
Cr 間の二重交換相互作用が弱くなるという描像が示され、これにより一応は定性的な理解が得られてい
るというのが現状である。 
第 3 章は本研究の実験における試料作製および各種の評価法の紹介に充てられている。MBE による
結晶成長、X線回折(XRD), XAFSなどの結晶構造・組成の評価法、および超伝導量子干渉計(SQUID)
による磁化測定およびその解析法などが簡単に紹介されている。 
第 4 章から第 6 章までは本研究における実験結果の紹介に充てられており、第 4 章では MBE による
薄膜結晶成長ならびに本研究で作製した(Zn,Cr)Te:N 薄膜および(Zn,Cr)Te/ZnTe:N 超格子の試料の一
覧が示されている。(Zn,Cr)Te:N薄膜の方はCr組成を 6-9%, 3%, 1.5%の 3つの値に固定し、窒素濃度を
1018~1020 cm-3の範囲で変化させた 3 つのシリーズの試料が作製され、超格子の方は(Zn,Cr)Te 層中の







がて強磁性が消失するが、強磁性が消失する窒素濃度は Cr 組成に対する比がほぼ一定で、Cr 組成に
かかわらず組成比[N]/[Cr]~0.1に達すると強磁性が消失することを明らかにしている。 





消失するという変化が見られ、また RDF においては 2.5-2.6Å 付近の第一近接の Te 原子によるピークが
弱くなり、1.5Å付近にCr原子の近接位置に存在する窒素原子によると思われるピークの出現が観察され
た。このような臨界的な変化は、やはり窒素濃度の Cr 組成に対する比の一定の値[N]/[Cr]~0.1 で生じ、
磁化測定で観測された強磁性が消失する組成比と一致していることが明らかにされた。 
第 7章では、これらの実験結果に基づき行われた、窒素ドーピングによる強磁性抑制のメカニズムに関
する考察が紹介されている。第 5,6 章で紹介された磁化測定および XAFS 測定の結果より、強磁性の消




(Zn,Cr)Te および窒素濃度が少ない(Zn,Cr)Te:N では、Cr 原子間に凝集力が作用しスピノーダル分解に
より Cr 凝集領域が形成され、この凝集領域が強磁性クラスターとしてはたらくことにより結晶全体は強磁
性的な振舞いを示す。それに対し、窒素濃度が増加すると Cr 3d 電子準位から窒素のアクセプター準位





























 平成 27 年 2 月 13 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。  
